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Abstract (en)
Device for eliminating splashes of microdroplets of matter which are emitted by a vacuum-arc ion source comprising a cathode (2) emitting a plasma
(1), and a suitably polarised anode (3), and in which the microsplashes are removed by recovery means consisting of polarised or nonpolarised
receptacles (7, 10), or by means (12a, 12b) of separating the microdroplets from the plasma, the combination of these means ensuring complete
removal of the microsplashes. <??>Application to ion implanters. <IMAGE>

Abstract (fr)
Dispositif de suppression des projections de micro-gouttelettes de matiére émises par une source d'ions a arc sous vide comportant une cathode
(2) émissive d'un plasma (1), et une anode (3) convenablement polarisées, et dans lequel I'élimination des micro-projections est effectuée par des
moyens de récupération constitués par des réceptacles (7, 10) polarisés ou non, ou par des moyens de séparation des micro-gouttelettes du plasma
(12a, 12b), la combinaison de ces moyens assurant une élimination totale des micro-projections. Application aux implanteurs d'ions.
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